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DEF/11: 10/45f]PROPRIEDADES ELETRICAS DE GaAs IMPLANTADO COM Si E RECOZIDO EM
PRESENCA DE 02 - Rogerio Caporali de Oliveira, Francisco C. Prince(UNICAMP)

0 processamento de circuitos integrados e dispositivos dlscretos

de GaAs por 1mplanta§ao ionica, requer uma etapa d- recozimento. Esta etapa e

necessaria para remover os defeitos causados pela implantagao e ativar os Ions

implantados. Nas tecnicas de recozimento mais simples, a superficie do GaAs fi-

ca exposta a uma atmosfera- 1nerte (Ex: N,, Ar) contendo As. Esta atmosfera pro—

tege o GaAs contra a evaporagao 1ncongruente de As em temperaturas acima <de
~630°C. Nos 1nvest1gamos as caracterlstlcas elétricas do GaAs implantado com Si
recozidos com solugao de Ga-Sn-As proxima ao substrato em atmosfera de N con-
tendo O As conceTgrangs de 0, escolhidas foram 2.2, 25, 45 e 100ppm. & dose
de 1mplante foi 10 a 100 ﬁev.‘OS rec021mentos foram feitos a 840°C por
20 min. os resultados das medidas de efeito Hall nao indicam igalgaer alteragao
devido a presenga de O Obtivemos: concentEagao de placa ~10 , resisten-

cia de placa ~310 R/ e mcbllldade ~2.300 cm /vs (valores medlos) Os resultados|
do c-v polaron nao indicam qualquer variagao na distribuigao de portadores devi
do ao O Entretanto a superficie do GaAs:Si- apresentou rugas. Observamos que
a granu%agao destas rugas aumenta juntamente com a taxa de O, e satura para va-
lores acima 45 ppm.(FINEP, CAPES, TELEBRAS) 2

DEF/11:30/42f ] DETERMINAGAO DA TAXA DE DESEXCITACAO NAO RADIATIVA DO CENTRO F PERTURBA-
DO PELO ION OH EM RbCl.
Laercio Gomes - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares-CNEN/SP.
TG Cmy

Recentemente analisando os resultados _experimentais da eficiéncia de emissao' F em
funcao da temperatura e da concentragao de OH em RbCl, constatou-se que o raio critico Rc
da interacdo F-OH (Rc = 4.8a, a= parametro de rede) Varia com a temperatura. Medidas quan
titativas mostraram que essa dependéncia é linear com £nT, nitidamente em dois intervalos
de temperatura; abaixo e acima de 50K. Essa dependencia de Rc com £nT 1mp11ca que a lei da
probabllldade de desexcitacao nao radlatlva do centro F Eerturbado pelo ion OH dentro do

raio R, seja dada pela seguinte equacao: nr(R) = exp (-AR). Observou-se que para
o intervalo de temperatura abaixo ou da ordem de 50K, b € igual a 4 mostrando que nesse in
tervalo a taxa de reorientacdo dipolar do ion OH comanda o mecanismo de desexcitacao do
centro F.

DEF/11 :50/4§f.' MODOS LOCAIS DE VIBRAGAO EM GaAs INTRINSECO. A. Dal Pino Jr.*, Euzi C.F.
da Silva, José Roberto Leite (Instituto de Fisica da Universidade de Sdo Paulo).

Apresentamos neste trabalho uma descrigdo tedrica dos modos locais de vibragio intro
duzidos por vaca@ncias e antisitios de G4lio e de Arsénio em GaAs. Nossos cdlculos s3o rea-
lizados com base em um modelo de Forga de Valéncia e na técnica da Func3do de Greem, sendo
que efeitos da relaxagdo da rede sio expl1c1tamentﬁ incluidos nos casos das vacancias. Nos
sos resultados indicam que o modo local em 227 cm recentemente obtido por espectroscopia
Raman n3o estd relacionado com vacéncia, mas provavelmente com um antisitio (FINEP).

* Departamento de Fisica do Imstituto Tecnolégico da Aerondutica.




